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EMB28C03, 28C03, 2803

Cena brutto 10,00 zt
Cena netto 8,13 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny

Opis produktu

EMB28C03G (B28C03) - Komplementarna para
tranzystoréw MOSFET N-Channel + P-Channel Logic Level,
SOP-8

Opis produktu

EMB28C03G, oznaczany réowniez kodem B28C03, to wysokiej jakosci komplementarna para tranzystoréw MOSFET typu N-
Channel oraz P-Channel zamknieta w jednej kompaktowej obudowie SOP-8. Ukfad zostat zaprojektowany z myslg o
nowoczesnych urzgdzeniach elektronicznych wymagajacych niewielkich wymiaréw, wysokiej sprawnosci oraz bezposredniego
sterowania z mikrokontroleréw pracujacych z napieciem 3,3 V lub 5 V.

Potaczenie tranzystora N-MOS oraz P-MOS w jednym uktadzie pozwala znacznie uprosci¢ projektowanie urzgdzen
elektronicznych. EMB28C03G doskonale sprawdza sie jako element mostkéw H, przetacznikéw zasilania, uktadéw tadowania
akumulatoréw, sterownikéw silnikéw, przetwornic DC/DC oraz wszedzie tam, gdzie wymagane jest szybkie i energooszczedne
przetaczanie napiecia dodatniego i ujemnego.

Dzieki bardzo niskiej rezystancji kanatu tranzystory charakteryzuja sie niewielkimi stratami mocy oraz matym nagrzewaniem
podczas pracy. Uktad moze przewodzi¢ prad do 7 A dla tranzystora N-Channel oraz 6 A dla tranzystora P-Channel, przy
maksymalnym napieciu pracy odpowiednio 30 Vi =30 V.

Najwazniejsze zalety

komplementarna para tranzystoréw N-MOS + P-MOS w jednej obudowie,
sterowanie Logic Level - wspétpraca z mikrokontrolerami 3,3V i5V,
niewielka rezystancja przewodzenia ograniczajaca straty mocy,

szybkie przetaczanie dzieki matemu tadunkowi bramki,

niewielkie rozmiary obudowy SOP-8,

element zgodny z RoHS - bezotowiowy i bezhalogenowy,

idealny do projektéw profesjonalnych oraz hobbystycznych.

Parametry techniczne
Tranzystor N-Channel

¢ napiecie dren-zrédto (VDS): 30 V

e prad ciagty (ID): 7 A

e rezystancja RDS(on): 28 mQ (maks.)

Tranzystor P-Channel

¢ napiecie dren-zrédto (VDS): =30 V
e prad ciagty (ID): —6 A
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e rezystancja RDS(on): 45 mQ (maks.)

Pozostate parametry

e typ: MOSFET Enhancement Mode

* napiecie bramka-zrédto: £20 V

e obudowa: SOP-8

e zakres temperatur pracy: —=55°C do +150°C
¢ technologia Logic Level

e montaz SMD.

Typowe zastosowania
EMB28C03G znajduje zastosowanie miedzy innymi w:

mostkach H do sterowania silnikami DC,

elektronicznych przetgcznikach zasilania,

przetwornicach impulsowych DC/DC,

sterownikach pomp, elektrozaworéw i wentylatoréw,

tadowarkach oraz uktadach zarzadzania akumulatorami,

urzadzeniach loT,

automatyce przemystowej,

sterownikach LED,

zasilaczach impulsowych,

urzadzeniach opartych o Arduino, ESP32, STM32, AVR, PIC i inne mikrokontrolery.

Dlaczego warto wybra¢ EMB28C03G?

Zastosowanie komplementarnej pary MOSFET-éw w jednej obudowie pozwala ograniczy¢ liczbe elementéw na ptytce PCB,
zmniejszy¢ koszty produkcji oraz uprosci¢ projektowanie uktadéw elektronicznych. Dzieki niewielkiej rezystancji kanatu i
mozliwosci bezposredniego sterowania z mikrokontroleréw uktad zapewnia wysokg sprawnos¢, szybkie przetaczanie i duzg
niezawodnos¢.

EMB28C03G jest doskonatym wyborem zaréwno dla producentéw urzgdzen elektronicznych, serwiséw, konstruktoréw
automatyki, jak i hobbystéw projektujacych wtasne uktady elektroniczne.
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